Pregunta Para el circuito de la figura considere los siguientes datos: Vec = 10V, Rc =
2 2 k2, lcg= 4 mA, B= 400, V, = 120 V. Considere Vi, = 25 mV.

Finalizado Vee

Puntia como
1

¥ Marcar Rf’}

pregunta
vour

:
.

La maxima tension vy [mV] sin que haya distorsién en vg,; es:

Seleccione una:
a. 12,2

b.4,3

c. 100



d. 8,1
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En la figura se muestra un diagrama de portadores minotarios de un TB).
Seleccione la opcion que se corresponde con dicho grafico.

Emisor Base Colector

Seleccione una:
a. El dispositivo es un TB] PNP en MAD (Modo Activo Directo).

b. El dispositivo es un TB] PNP en Reversa (Modo Activo Inverso).
c. El dispositivo es un TB) PNP en Saturacion.

O d.&E dispositivo es un TB] NPN en Saturacion.
e. El dispositivo es un TB] NPN en Reversa (Modo Activo Inverso).

f. El dispositivo es un TB] NPN en MAD (Modo Activo Directo).



Pregunta ¢Qué funcion légica implementa el siguiente circuito CMOS?

4 Vdd
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Seleccione una:
a.Z=(CorB)andA

b. Z

not( (C and B) or A )
c.Z=not((Aand C)orB )
d.Z=not((AorC)and B)
O e z=not((CorB)andA)

f.Z=(CandB)orA
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Para una estructura MOS, se sabe que la tensién de bandas planas tiene un
valor Vgg = -250 mV. Indique como estan dopados el gate de polysilicio y el
sustrato.

Seleccione una:

a. Polisilicio tipo N y Sustrato tipo P
b. Polisilicio tipo P y Sustrato tipo N
O <. polisilicio tipo N y Sustrato tipo N

d. Polisilicio tipo P y Sustrato tipo P
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Para el amplificador Source Comun de la figura, calcular la maxima tension
v: admisible sin que el amplificador presente distorsion por alinealidad.

Datos: Vpp =3,3V;R; =20kQ R, = 60kQ; R;=10kQ; R. = 3kQ; Vy =
0,7V ; U Clox = 120 pANVZ; WIL =50 ; A = 0.

VDD

Respuesta:

30mv



